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（  B  卷）（参考答案）

科目代码：812     科目名称：材料加工科学基础

	注意：所有答题内容必须写在答题纸上，写在试题或草稿纸上的一律无效；考完后试题随答题纸交回。

一、填空题（共5小题，每空1分，共10分）
1. 相同    不同
2. 可以   不能
3. 平行   垂直
4. 刃型   螺型

5.  3    0
二、判断题（共10小题，每题2分，共20分）
1. ×

2. ×

3. ×
4. ×
5. √
6. ×
7. ×
8. ×
9. ×
10.√
三、（10分）
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（4分）
答：（
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）和[
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10]能构成滑移系，（2分）(
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）是FCC晶体的密排面，[
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10]是该密排面上的密排方向。（4分）
四、（16分）
证明  （1）立方晶核（8分）

    形核时的吉布斯自由能变化为：
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    得临界晶核边长
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    临界形核功
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    （2）球形晶核（4分）

    临界晶核半径为
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，球形核胚的临界形核功为：
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    将两式相比较
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    可见形成球形晶核得临界形核功仅为形成立方形晶核的1/2。（2分）
    因此，在同样过冷度下均匀形核时，球形晶核较立方晶核更容易形成。（2分）
五、相图题（共3小题，共38分）
     1.（20分）

（1）（12分）
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（2）合金I的平衡组织是：D+（α+D）。因为合金I的成分点靠近共晶点，所以在快冷不平衡凝固时可能会得到全部的伪共晶组织（α+D）。（4分）
    合金II的平衡组织是α+DII；合金II的成分点靠近α的最大溶解度点m，在快冷不平衡凝固时可能会出现少量的离异共晶（α+D），DII的量减少，甚至不出现DII，α中产生枝晶偏析。（4分）

        2.（8分）
    GS：A中开始析出F的转变线。（2分）
    ECF线：共晶转变线。（2分）
    PSK线：共析转变线。（2分）
    HJB线：包晶转变线。（2分）
3.（10分）
（1）L→γ

（2）γ冷却

（3）γ→F
（4）γ→P（α+Fe3C）（8分）

    显微组织示意图（2分）
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六、问答题（共4小题，共56分）
        1.（15分）

答：这是因为当溶质原子溶入溶剂后，会使溶剂产生点阵畸变，引起点阵畸变能增加，体系能量升高。（3分）间隙固溶体中，溶质原子位于点阵的间隙中，产生的点阵畸变变大，体系能量升高得多；随着溶质溶入量的增加，体系能量升高到一定程度后，溶剂点阵就会变得不稳定，于是溶质原子便不能再继续溶解，所以间隙固溶体只能是有限固溶体。（6分）而置换固溶体中，溶质原子位于溶剂点阵的阵点上，产生的点阵畸变就较小。溶质和溶剂原子尺寸差别越小，固溶度就越大。如果溶质和溶剂原子尺寸接近，同时晶体结构相同，电子浓度和电负性都有利的情况下，就有可能形成无限固溶体。（6分）
        2.（15分）

答：试样热处理后的显微组织分别为纤维组织、再结晶组织和晶粒长大组织。（3分）200℃加热试样强度高、塑性低，（2分）500℃加热试样强度低、塑性低，（2分）800℃加热试样强度更低。（2分）造成强度和塑性差别的主要原因是剧烈冷变形后的工业纯铜板在随后的加热中温度不同，分别经受了回复、再结晶和晶粒长大的过程。（6分）

        3.（20分）
答：强化钢铁材料的方法有加工硬化、固溶强化、弥散强化和细晶强化。（4分）

    加工硬化是指金属晶体在塑性变形过程中，材料的强度随着塑性形变量的增加而增加。加工硬化产生的主要机制有位错塞积、林位错阻力和形成割阶时产生对位错运动的阻力及产生割阶消耗外力所做的功，宏观表现出金属强度提高。（3分）
    固溶强化指金属中由于溶质原子的存在，使得其强度提高。固溶强化的根本原因在于溶质原子与位错的交互作用，这种交互作用又分为溶质沿位错聚集并钉扎位错的弹性交互作用和化学交互作用两类。（3分）
    弥散强化依靠弥散分布于金属基体中的细小第二相强化金属。其强化的原因在于细小第二相与位错的交互作用，主要有位错绕过颗粒的Orowan机制以及位错切过颗粒机制。（3分）
    细晶强化是指多晶体的屈服强度随晶粒尺寸的减小而增加。可以用Hall-Petch关系表示：
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。式中σ0为常数，反映晶内变形阻力，相当于单晶体金属的屈服强度；K为常数，表征晶界对强度的影响，与晶界结构有关；d为多晶体中各晶粒的平均直径。细晶强化的原因是晶粒越细，晶界越多，位错运动的阻力越大。细晶强化有尺寸限制。（3分）
    这些强化方式的共同点也就是金属强化的实质，在于增加了位错运动的阻力。（4分）
        4.（6分）
答：（1）间隙机制：原子通过晶格间隙之间的跃迁实现扩散，是间隙固溶体中间隙原子扩散的主要机制。（3分）
    （2）空位机制：原子通过与近邻空位交换位置而实现原子迁移扩散，适用于置换固溶体中原子的扩散。（3分）
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